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1. 背景 

-Ga2O3はコランダム構造を有する酸化物半導体である。約 5.3 eV と大きなバンドギャップを

示すことや、同じ結晶構造の他の酸化物との混晶形成やバンドエンジニアリングの自由度が高い

ことから、高耐圧・低損失なパワーデバイス材料として有望である。既にショットキーバリアダ

イオードが試作され、オン抵抗を非常に低くできることや、良好なスイッチング特性を有するこ

となどが示されている。 

-Ga2O3は準安定相であり、融液成長によるバルク基板が利用できない。従って、-Ga2O3の成

膜はヘテロエピ成長に依らざるを得ず、現状は同じ結晶構造を有するサファイア基板が用いられ

ている。しかし-Ga2O3とサファイアとは格子不整合が大きいため、-Ga2O3のエピ膜は転位密度

が高くなってしまうという問題がある。そこで本研究では、類似の状況にある GaN の低転位化で

実績のある選択横方向成長(Epitaxial Lateral Overgrowth, ELO)を、ハライド気相成長法(Halide Vapor 

Phase Epitaxy, HVPE)によりに-Ga2O3対して試みたので報告する。 

2. 実験方法と結果 

 まず、サファイア基板、あるいはサファイア基板上の-Ga2O3テンプレートに、通常のフォトリ

ソグラフィでミクロンスケールのSiO2マスクを形成し、その上にHVPEで-Ga2O3を成長させた。

HVPE は Ga と HCl との反応で発生させた GaCl と O2ガスを原料として常圧で行った。成長温度

は 500-600°C である。成長した結晶は、SEM

や TEM等により評価した。その結果、サフ

ァイア基板上とテンプレート上のいずれの

場合も十分な成長選択性が得られ、-Ga2O3

のストライプあるいはアイランド構造をマ

スク開口部に形成できることがわかった(図

1)。成長の進行に従ってそれらはマスク上に

も延伸した。TEM 観察の結果、横方向成長

部にはマスク開口部からの転位の伝播が見

られず、大幅な高品質化が可能なことがわか

った。 

 

図 1. 選択成長による-Ga2O3の鳥瞰 SEM 像。 
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